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Zpusob vyroby vicevrstvych polovedidovych souéé.stek

rozdlendnim z velkoplosné kremikové desky
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Vyndlez se tykd zplsobu vyroby vicevrstvyich polovodi&o-
vych souldstek rozélenénim z velkoploSné k¥emikové desky,

Stdvajici zplisoby d€leni k¥Femikovych desek s polovodilo-
vimi vrstvami na vice souddstek vyuZivaji pFevédZné€ mechanic=-
kjch zpisobi, K¥emikovd deska se 8leni pomoci ultrazvukového
vykruZovaciho ndstroje s pouzitim vodni suspenze brusiva,
Brusnym ndstrojem obvykle byvd mEd&nd trubka s poZadovanym
primérem, Jinym pFikladem stdvajiciho provedeni je tryskové
broudeni, nezyvané piskovini, jimZ se &leni k¥emikové desky
pomoci smé&si tlakového vzduchu a brusiva vedené piFes specidlni
trysky na brouSeny materidl, Jiné zpisoby mechanického Elen&nf
k¥emikovych desek jsou - odvrtdni pomoci vrtadek se specidlnimi
hroty, ¥ezdni pilou s diemantovym listem atd, V posledni dob?
se pro Slen®ni k¥emfkovych desek vyuZivd laserovych paprski,
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:evfhodou stdvajicich zpisobld mechanického dEleni desek
s vytvorenymi polovodiéovﬁmi~vﬁstvami je pomdrnd velkd nepfesw
nost nastaveni rozSlehovactho ndstroje. Orientace s k¥emfkovou
ceskou se provddi pomoci justainich znalek, které viak jsou
pod roz8lenovacim néstrojem obtiZn& viditelné, Dal3{ nevyhodou
vykrufovéni ultrazvukem je pracnd p¥iprava k upevndni desek ve
vykruZovacim ndstroji, Vét3inou se poufivd metody lepeni voskem
nebo michanym tmelem na sklen®nou podloZku, Po rozélendni je
nutné tmely rozpustit a provést odma3tSni a prani destilek,
Dal3f podstatnou nevyhodou mechanickych zpisobd je velkd spot¥e=
ba elektrické energie a znadné procento zmetkd vznikajicich vidy
p¥i mechanickém zpracovdni, Pro dal3{ uvedené mechenické a
optické metody, piskovéni, vridnf, Elendnd laserovym paprskem
a pod, pFistupuje kromd vySe uvedenych nevyhod jestd vysokd cena
pot¥ebnych za¥izeni, -
U vykonovych polovodiSovich souddstek nésleduje po rozdlendni
velkoplodné desky na jednotlivé systémy je§td operace vytvoFeni
povrchového zkoseni tzv, fdzky u kazdého jednotlivého systému
brouSenim nebo plskovénlm.

Vy§e uvedené nevyhody odstranuje zpisob vyroby vicevr stvych
vikonovich polovedidovych souddstek rozélendnim z velkoploSné
k¥emikové desky podle vyndlezu, p¥i kterém se k¥emikové deska s
vytvoFenymi polovodidovimi vrstvami proleptd trojsloZkovym lep-
tadlem, jeho% sloZeni je v trojihelnikovém trojsloZkovém diagra-

' mu vymezeno darou 0,5 objemovych dild kyseliny dusidné, 2 objemo=
vich di1d kyseliny fluorovodikové a O aZ 2 objemovych dfld '
kyseliny octové, p¥i teplotd 25°C po dobu 4 aZ 20 minut p¥es
fotoresistovou maskujici vrstvu vytvoF¥enou fotolitografickym
postupen, - |

Zplsobem vyroby v;cevretvych vykonovych polovodiﬁovych
souddstek podle vyndlezu je dosaZeno o ¥4d vySs{ pFesnosti neZ pFi
pouéivanjch mechanickfch zplisobech &lendni souldsteks Nedochdzi
k excentricitd oproti p¥edchozim fotolitografickym maskdm,
¢imZ Je dosaZeno vy33{ parametrové vjtéénosti. '
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Ya obr. 1 je znédzorndno rozdlendni k¥emikové desky

zplscbem podle vyndlezu, K¥emikovid deska 1l s vytvoFenymi
polovodidovymi vrstvami je opat¥ena z jednd strany fotore-
sistovou maskujfci vrstvou 2 a z druhé strany celoplosn?®
‘maskujici fotoresistovou vrstvou 2, Proleptang &8st k¥emi-
kové desky je oznaBena 4. Proleptinim k¥emikové desky se .
vytvo?i leptac{ hrana na obvodu souldstky, kterd svird s
rovinou k¥emikové desky thel & men3i ne¥ 75°.
- P¥eené slofeni leptadla se voli podle celkové tloudtky k¥Femia=
kové desky s polovddiéovjmi vretvami a podle poZadovaného ihlu
leptdni, '
Fotolitograficky postup vytvo¥eni maskujicich vrstev zaji=tf,
e roz&lendné destilky se po prolepténi nerozplavou v leotaci
ldzni, ale drZ{i pohromad® celoplo3nou maskujici vrstvou,

P¥{klad

Na k¥emikové monokrystalické desce o priméru 40 mm a tlcuStce
540 um s vytvo¥enymi polovodidovimi vrstvami difuzi Al, Ge, B
a P, opat¥ené kontakty se z jedné strany vytvo¥i vrstva foiore-
sistu, Tato vrstva se vysuSi, exponuje, vyvold a znovu
vysu3i, Emulsni maska pro expozici obsahuje 14 maloplo3nych
souddstek o priméru 8,5 mm, Z druhé strany k¥emfkové desky ce
vytvo¥i fotoresistovd vrstva na celé ploSe a rovndZ se vysuii,
Takto chrindnd k¥emikovd deska se proleptd roztokem o slo¥eni
3 objemové dily kyseliny dusidné, 6 objemovych dilt kyseliny
fluorovodikové a 1 objemovy dil kyseliny octové, pFi teplots
25°C po dobu & minut s Ghlem lepténi 58°, VSech 14 elementd
zlistane dofasné spojenych spodni resistovou vrstvou aZ do
Jejfiho rozpusdténi,

Vyndlez dojde uplatndni u vSech vykonovjich polovedidovych
souddstek vyrdb&nych rozélenénim z velkoplodné k¥emikové desky.,
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P¥edmét vyndleszu
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Zpisob vyroby vicevrstvych vykonovych polovodilovych
souddstek roz&len&nim z velkoplodné k¥emikové desky
vyznadeny tim , %e k¥emfkovd deska s vytvo¥e-
nymi polovodidovymi vrstvami se proleptd trojsloZkovym
‘leptadlem, jeho¥ sloZen{ je v troJihelnikovém trojsloZkovém
diagramu vymezeno Sarou 0,5 objemovyfch dfll kyseliny dusi&né,
2 objemovych df1d kyseliny fluorovodikové a O aZ 2 objemo-
vich‘dilﬁ‘kyseliny octové, p¥i teploté 25°C po dobu 4 a¥ 20
minut p¥es fotoresistovou maskujici vrstvu vytvo¥enou foto=
litografickym postupem, | '
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